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近年、MDT-TSFとその誘導体 [Fig.1(a)]において数多くの新有機超伝導体が得られ
ており [1]、いくつかの特徴的な物性が明らかにされてきた [2]。これらの物質は全て同
じドナー分子配列である [Fig.1(b) and (c)]。Fig.1(c)でMDT-STは Se(灰色)間距離が
短いためトランスファーは大きく (バンド幅W は広く)なり、MDT-TSでは黒色で示す
関係になるためトランスファーは小さくなる。つまり、ドナー分子のセレン置換の位置
により、電子相関の強さ U/W (U は同一サイトでのクーロン反発) を制御できているこ
とになる。また、ドナーとアニオンは不整合格子の関係にあるため、電荷移動量は物質
ごとに若干異なり、いずれも他の有機超伝導体の「1ドナー分子あたり +0.5価」から
ずれている。さらに、ドナー分子はユニフォームスタック構造を有するため、二量体構
造による「実効的に 1/2フィルドバンド」ではなく、3/4フィルド近傍のバンド構造を
もつことになる。不整合格子と特徴的な電荷移動量は X線写真だけでなく、シュブニ
コフ・ドハース振動に顕著に現れる [Fig.1(d)]。ドナー格子から計算されるフェルミ面
は電荷移動量が断面積に直接反映する大きな δ軌道と Y点を囲む γ軌道の二つである
[Fig.1(e)]。Fig.1(d)で見られる δ軌道の第一ブリルアンゾーンに占める割合 (AF /ABZ)

の物質ごとの違いは、各物質の電荷移動量のわずかな違いの反映である。α軌道と β軌
道は元のフェルミ面をアニオンの不整合格子ポテンシャルによって再構成することで説
明できる [Fig.1(e)]。ただし、アニオンの逆格子定数に相当する qや他のmqではなく、
最も強い不整合ポテンシャルである 3qのみが再構成ベクトルとして選ばれる「選択則」
がある。ここで、3qはアニオンの平均原子間距離であり、X線写真で最も強いアニオン
格子のスポットとして観測される。このフェルミ面の再構成の「選択則」はMDT-TSF

塩とMDT-ST塩の双方で観測されているため、一般的なものであると考えられる。
一方 (MDT-TS)(AuI2)0.441は上述したように U/W が大きい。TMI = 50 Kで金属か

ら反強磁性絶縁体に転移するが、金属領域でもパウリ常磁性を示さない異常金属相で
ある [Fig.1(f)]。高圧下で超伝導が発現するが、Tc 直上での抵抗率の上昇が残るため、
(TMTSF)2Xのように反強磁性絶縁相に超伝導相が入り込んだ相図になる。この物質は
1/2フィルドバンドではないため、強い電子相関による絶縁化であると考えられる。さ
らに、二量体構造ももたないため、ドナー分子 2.27個あたりに+1価のホール一つが反
強磁性秩序をもって配列する「不整合モット絶縁体」になっていると考えられる。
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Fig. 1. (a)MDT-TSF系分子 (b)(c)結晶構造 (d)SdH振動のFFTスペクトル (e)フェ
ルミ面の再構成 (f)(MDT-TS)(AuI2)0.441の磁化率と (g)相図


